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Показано, что для частиц ионита и для непроводящих частиц с тонким 
двойным электрическим слоем при Ве!» Г электрофоретическая и диффу- 
зиофоретическая подвижности совпадают и не зависят от формы и разме- . 
ров частиц. | 


Скорость электрофореза непроводящих частиц при малых Ве] описывается форму- 
лой Смолуховского для частиц сколь угодно сложной формы. Это замечательное ‘обстоя- 
тельство связано с тем, что в приближении Смолуховского линии напряженности элек- 
трического поля обтекают частицу (нормальная`к поверхности составляющая электри- 
ческого У»ф равна нулю), а скорость электроосмотического скольжения пропорциональ- 
на тангенциальной составляющей поля Уф. При этом электрическое поле и поле ско-` 
ростей жидкости оказываются подобными, а коэффициентом подобия является отноше-. 
ние скорости электроосмотического скольжения к напряженности электрического поля. 

Если Ке| не мало, или частица обладает объемной проводимостью, нормальная к по- 
верхности составляющая электрического поля не равна нулю, ионы затекают в двойной 
электрический слой (ДЭС) или внутрь частицы, подобие между электрическим полем и 
нолем скоростей нарушается. Кроме того, вследствие развития концентрационной поля- 
ризации [1] скорость скольжения связана уже не только с тангенциальным электриче- 
ским нолем, но и с тангенциальным градиентом концентрации Ус. 

Однако, если говорить о непроводящих частицах с большим поверхностным зарядом 
или о частицах ионита с большой емкостью обмена, то обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что нормальная к поверхности составляющая градиента электрического 
потенциала для коионов У„ц. равна нулю, ‘поскольку у поверхности равен нулю нор- 
мальный поток коионов. Поэтому, если скорость скольжения жидкости пропорциональ- 
на градиенту электрохимического потенциала коионов, то поле скоростей жидкости бу- 
дет подобно полю Уре. | | 

Такой случай реализуется для непроводящих частиц при Ке! 1 (что для тонкого 
ДЭС, однако, встречается редко) или для частиц ионита, когда их электропроводность, 
обусловленная исключительно противоионами (:), намного больше, чем объемная про- 
водимость (№) среды. В этом случае изменение электрохимического потенциала про- 
тивоионов внутри частицы мало по параметру Ае/Ё:, так как поток противоионов внутри 
частицы того же порядка, что, и снаружи, а проводимость много больше: А4/Ае № 1. 
В таком случае электрохимический потенциал противоионов вдоль поверхности частицы 
‘практически постоянен, а единственной движущей силой скольжения является Уис. 
Зная, например, из [1] выражения для скорости скольжения под влиянием Уф и Ус, 
можно, помня о линейности задачи, составить выражение для скорости скольжения под 
влиянием Уорс: : 
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здесь & — безразмерный электрокинетический потенциал, | — вязкость, остальные обо- 
значения — общепринятые. : 

Таким образом, для частицы ионита при #‹/Ё. №1, также как и для непроводящей 
частицы с тонким ДЭС при Ве! №1, поле скоростей жидкости подобно полю Уице. Ско- 
рость частицы но абсолютной величине совпадает со скоростью жидкости на большом 
расстоянии от частицы и равна 
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независимо от формы частицы. | 
Эта формула в равной степени справедлива и для электрофореза, в этом случае 


ный с Ус 
Ук. | « = +РУФ, и для диффузиофореза, когда Ур, |» = ее КТ. 
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